N PN

SILICON

H1246

TRANSISTOR

25D1246

| T.=25
TO-92

Tstg—— -55~150
T— 150
Pe—— 750mwW
Vcgo—— — 30V 1— E
Vceo—— — 25V 2— C

3— B
VEpo—— — 6V
lc—— 2A
lcp—— 5A
B T=25
BVcBo — 30 \% Ic=10p A 1e=0
BVcEo — 25 V Ic=1mA 18=0
BVEBo — 6 \% 1e=10p A 1c=0
HFe(1) 100 560 Vce=2V, 1¢c=100mA
HFE(2) 65 130 Vce=2V, lIc=1.5A *
VCE(sat) — 0.18 | 0.4 V Ic=1.5A, IB=75mA *
VBE(sat) — 0.85 |1.2 V Ic=1.5A, IB=75mA *
IcBo — 100 nA Ves=20V, 1e=0
l1EBo — 100 nA Vee=4V, Ic=0
T 150 MHz | Vce=10V, Ie=50mA
Cob 19 pF | Vce=10V, 1e=0

f=1MHz
* pulse
T U
100—200 200—400 280—560




	BVEBO

